Ing. Wilfried Regel

Optoelektronischer Miniaturkoppler MB 126

1., Technische Daten

Miniaturreflexkoppler MB 126 ist mit
einer Infrarot-Emitterdiode als Sender und
einem Si-Fototransistor als Empfé&nger
ausgeriistet /1/.

Der

der Sendediode und der Emitter
sind galvanisch

dient als
fiir mechanische

Katode
des Empfangstransistors
verbunden. Der Xoppler
optoelektrischer Abtaster
Vorgldnge. Zur
ist der
abzuschirmen.

Die

Koppler vor Fremdstrahlung

Abmessungen und Gehduseform s. Bild 1.

Der Koppler nutzt die optischen
Reflexionseigenschaften des abzutastenden
Objektes. Typische Anwendungsfille sind
Positioniereinrichtungen, Endabschaltungen,
Drehzahlmessung bzw. -Uberwachung usw.

Gewdhrleistung der Funktion.

— Prepgrat m'sglupebam

~~ FT-Kollekior

IRED-Katode und
FT-Emitter

Bild 1:

Geh4useform
MB 126 (IRED - Infrarot-Emitterdio-

und Abmessungen des

de, FT-Fototransistor)

2. Applikationshinweise

Einschitzung der Einsatzmbg-
lichkeiten des Kopplers MB 126 stehen
Diagramme (Bild 2, 3 und 4) zur Verfligung.
Bild 2 zeigt den funktionellen Zusammenhang
zwischen dem relativen Kollektorstrom und
der Entfernung zum Reflektor. Hieraus ist
zu entnehmen, daB die Arbeitsgrenze fiir den
Koppler bei ca. 4 6 mm liegen diirfte.
GrBere Abstinde zum Reflektor erscheinen
nicht mehr sinnvoll.

Zur welteren

Eine gleiche Aussage resultiert auch aus
Bild 3. In diesem Diagramm ist die Aus-
gangsspannung Uce der nebenstehenden Schal-
tung - wenn der Koppler querliegend iiber
den Schwarz-WeiB-tibergang gefiihrt wird -
enthalten. Der Abgleich mit Regler R1 er-
folgte bei einem Abstand von 2,5 mm der
geometrischen Achse vom Schwarz-Weif-Uber-
gang. Dieser Punkt ist auch der Nullpunkt
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Bild 2: Relativer Kollektorstrom des Foto-
transistors als Funktion des Re-
flektorabstandes d; polierte Alumi-

niumfl&che als Reflektor



Tabelle 1: Grenzwerte
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KenngréBe Kurzz. Werte Einheit
min. max.

DurchlaBgleichstrom 1) Ir 50 mA

(bei Ta = -25 ... +256 °C)

Sperrgleichspannung Ur 3 v

(bei Ta = -25 ... +85 °C) ‘

Kollektor-Emitter-Spannung Ucko 30 v

(bei Ta = -25 ... +85 °C)

Emitter-Kollektor-Spannung Uec 5 v

Gesamtverlustleistung 2) Ptot 100 nW

(bei Ta = -25 ... +25 °C)

Betriebstemperaturbereich Ta -25 +8bH °C

Lagerungstemperaturbereich Tetg -50 +85 °C

(tiber einen Zeitraum von 30 Tagen)

Anm. :

1) -TK1F = 0,67 mA/K bei 25 °C < Ta = 85 °C

2) -TKptot = 0,87 mW/K bei 25 °C < Ta < 85 °C

Tabelle 2: Kennwerte (bei Ta 25 °C)

Kenngrife Kurzz. Werte Einheit
min. typ. max.

DurchlaPgleichstrom

(bei Ir = 50 mA) Ur - 1,25 1,5 \'

Kollektor-Emitter-Strom

- ohne Reflexion 1)

(bei Ir = 10 mA, Uck = 5 V)

ungruppiert 2). Ice(H)1 - - 240 HA

Gruppe A ' IcE(H)1 - - 60 HA

Gruppe B IcE(H)1 - - 90 HA

Gruppe C Ice(H)1 - - 150 HA

Gruppe D Ice(H)1 - - 240 HA

Rollektor-Emitter-Strom

- mit Reflexion 1), 3)

(bei IF = 10 mA, Uce = 5 V)

ungruppiert 2) IceE(H)2 400 - - A

Gruppe A , Ice(H)2 400 - 800 HA

Gruppe B Ice(H)2 630 - 1250 HA

Gruppe C Ice(H)2 1000 = 2000 HA

Gruppe D ICE(H)2 1600 - - HA

Anm. :

1) Der Koppler ist bei der Messung vor Fremdstrahlung abzuschirmen

2) ICEB(H)1
—e. = DB
IcE(H)2

3) gemessen bei Reflexionen an einer polierten Al-Fléche mit einem
Abstand von 1,5 mm zwischen Linsenoberkante und Al-Fléche
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Bild 3: Relative Ausgangsspannung Uck als
Funktion des Abstandes d vom
Schwarz-WeiB-Ubergang und dem Ab-
stand a zur Oberfl&che
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Bild 4: Relativer Kollektorstrom des Foto-
transistors als Funktion der Off-
nungsbreite d einer vorgesetzten
Spaltblende

3 (88657-0)
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des Diagramms. Hier wird die Ausgangsspan-
nung auf Uce = 1 V eingestellt. Die Kurven

fiir die Ausgangsspannung UcE erreichen da-

bei nicht die Betriebsspannung von 12 V.
Dies 1ist durch das Ubersprechen der IR-
Emitterdiode iiber das eigene Plastgeh#use
des Bauelementes auf den Fototransistor be-
dingt. Der ohne Reflexion erzeugte Wert des
Kollektorstroms kann bis max. 15 % des
Hellstromes betragen. In den technischen
Daten 1ist er durch den Kollektor-Emitter-
Strom Ice(H)1 dokumentiert. Mit zunehmendem
Abstand a verlaufen die Kurven immer fla-
cher, d.h., die Detektion des Schwarz-Weif-
Uberganges wird ungenauer.

Aus den EKurven resultiert, daB Abst4nde
gréBer als 5 mm nicht sinnvoll erscheinen.
Dafiir sind zwel Griinde zu nennen:

1. Die Erkennung des Schwarz-WeiB-Ubergan-
ges wird zu unscharf. Ursache dafilr ist das
gréBer werdende Sichtfeld des Kopplers.

2. Der Ausgangsspannungshub nimmt zu stark
ab. Ursache dafiir ist das glinstiger werden-
de Verh#ltnis 2zwischen dem eigenen Uber-
sprechen und dem vom Gegenstand reflektier-
ten Anteil.

In Bild 4 ist die Abhingigkeit des normier-
ten Kollektorstroms von der Breite der re-
flektierenden Fl&che dargestellt. Die Er-
mittlung der Kurven erfolgt durch einstell-
bare Spaltblenden vor der Reflektorfllche.

Die EKurven wurden filr die parallele und
senkrechte Lage des Spaltes zum Bauelement
aufgenommen.
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Bild 5: Schaltungsvariante des MB 126 mit
der integrierten Schwellwertschal-
tung A 302 D
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Bild 6: Schaltungsvariante des MB 126 mit
dem Timerschaltkreis B 555 D
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Bild 7: Schaltungsvariante mit kapazitiver
Kopplung des MB 126 zum nachfolgen-
den Verstérker

Folgende Ergebnisse sind anzufiithren:

1. Die parallele Lage des Spaltes erweist
sich als erheblich gilinstiger.

2. Die Reflektorbreite sollte gréBer als
0,5 mm sein. Die optimale Breite der re-
flektierenden Fl&che betr&gt d = 1,5 mm.

3. Wiederholgenauigkeiten von 0,2 mm sind

erreichbar.

Die Bilder 5 und 6 zeigen Schaltungsvarian-
ten mit einer galvanischen Kopplung
zwischen dem Koppler und dem nachfolgenden
Verstérker. Sie sind besonders gut geeignet
fiir nichtperiodische Vorginge, =z. B. fiir
Positionierungsvorginge, Endabschaltungen
und dhnliches. Die Dimensionierung des
Widerstandes R2 - ist in beiden Schaltungen
von der Stromiibertragungsgruppe sowie von
den konkreten Einsatzbedingungen abhingig.
Die ©Schaltung nach Bild 5 zeichnet sich
durch sehr stabile Schaltpunkte und niedri-
ge Hysterese aus.

Fiir die Dimensionierung gelten folgende
Schaltspannungen:

Uon : Ur = 0,612 - Us
UoL : U1 = 0,5 e Us

Nachteilig 1ist die niedrige zul4ssige Be-
triebsspannung von max. 6 V. Die Schaltung
nach Bild 6 umgeht diesen Nachteil.

Zus&tzlich lassen sich die Schaltpunkte in
weiten Grenzen durch einen Spannungsteiler
am AnschluB 5 beeinflussen. Fiir den ein-
fachsten Fall eines zus&tzlichen Widerstan-
des R3 werden folgende Schaltspannungen an-
gegeben:

2R3
Uonr : UsHL = UB —— (RT = 5 kOhm)
3R3+2RT
UsHL
UoLH : UsLH =
2

Eine Variante mit kapazitiver Kopplung zwi-
schen Koppler und Verst&rker ist im Bild 7
dargestellt. Sie zeichnet sich durch eine
hohe Empfindlichkeit aus und ist besonders
flir die Drehzahlmessung oder Drehzahlilber-
wachung geeignet.

Sie kann hohe Toleranzen, die durch Ver-
schmutzung des Reflektors und des Bauele-
mentes sowie durch Fehljustierungen entste-
hen, ausgleichen. Um die Ausgangstransi-
storstufe Tl durchzusteuern, reicht am Kol-
lektor des Fototransistors ein Wechselspan-
nungssignal von Uss =2 1 V aus.
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